
 

 ٩١

  
  روشی براي ارزیابی اثرات یونیزان تابش کیهانی بر ترانزیستورهاي 

  اثر میدان و مدارات مجتمع 
 

 2علیرضا کمالی اصل، 1مصطفی اکبري، سید1سیدروح االله اتحادي
  اي، دانشگاه شهید بهشتیمهندسی پرتوپزشکی، دانشکده مهندسی هسته1

  اي، دانشگاه شهید بهشتیاستادیار، دانشکده مهندسی هسته2
  چکیده

 این مقاله به بررسی اثرات بلندمدت پرتوهاي فضایی بر روي ترانزیستورهاي اثر میدان

)MOSFET (پردازدجریان آن می- پارامترهاي ترانزیستور و منحنی ولتاژو بررسی تغییرات .
ابتدا به شبیه سازي واکنش هاي بین پرتو و مواد نیمه هادي با روش هاي مونت کارلو 

شده و  پرداخته می شود و با محاسبه انرژي بجامانده در نیمه هادي و همچنین بارهاي تولید
به روابط و مدل ها بر روي پارامترهاي ترانزیستور گیراندازي شده، اثرات این بارها با توجه 

 در برابر تابش و همچنین PMOS  ازNMOSپاسخ بهتر ترانزیستورهاي . بدست می آید
خطی بودن جابجایی ولتاژ آستانه با دوز دریافتی از جمله مهمترین نتایج بدست آمده از شبیه 
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